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1. 緒言 
強誘電体 BaTiO3(BTO)は圧電性を示すこと
から，薄膜化させることで柔軟で曲げ伸ばし

可能なフレキシブル-ウェアラブル超音波デ
バイスへの応用を目指している．我々は，ポ

リエチレンテレフタレート(PET)シート上に
接着したフレキシブルなエピタキシャル BTO
薄膜の転写プロセスを確立している．しかし

ながら，従来のエピタキシャル BTO 薄膜と
PET シートの接着に用いてきた両面テープは
絶縁性であり，エピタキシャル BTO薄膜に対
して電気的に接続された電極を形成すること

ができなかった．本研究では，電極を備えた

フレキシブルプリント基板(FPC)に対し、導電
性を持つエピタキシャル BTO 薄膜の転写を
試みる． 
 

2. 実験方法 
パルスレーザ堆積(PLD)法にて MgO(100)
基板上にエピタキシャル BTO(001)薄膜を成
膜し，さらに白金(Pt)薄膜を堆積させた．次に，
この試料を FPCに対し，導電性を保った接着
が可能な導電性 Cu 両面テープを用いて接着
した．その後，リン酸エッチングによる

MgO(100)基板の溶解により，FPC の Cu 電極
上にエピタキシャル BTO(001)薄膜の転写を
行った(Fig. 1)． 
 

  
Fig. 1．成膜と転写のモデル図 

 
3. 実験結果と考察 

 転写前後におけるエピタキシャル

BTO(001)薄膜の X 線回折(XRD)パターンを

Fig. 2に，転写後の写真を Fig. 3に示す． 
 

 
Fig. 2．エピタキシャル BTO(001)薄膜の 
(a) 転写前と(b) 転写後の XRDパターン 

 
Fig. 2から，MgO(100)基板が完全に溶解し，
エピタキシャル BTO(001)薄膜の FPCに対す
る転写に成功した．また，Fig. 3からも FPC
上に BTO薄膜を確認することができた． 

 

 
Fig. 3．転写された BTO薄膜 

 
4. 結言  

 ウェアラブル超音波デバイスへの応用が期

待できるエピタキシャル BTO(001)薄膜のフ
レキシブル化において，導電性 Cu両面テープ
を用いた転写プロセスを試み，下部電極の設

置に成功した．
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